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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の材料をエッチングする方法であり、前記方法は：
　　第１の材料、第２の材料、及び前記第１の材料と前記第２の材料のうちの少なくとも
一を曝露する表面を持つ基板を保持するための基板ホルダ回りを減圧環境に維持する工程
；
　　前記基板を前記減圧環境内に確実に保持する工程；並びに、
　ガスクラスタイオンビーム(GCIB)を用いて前記第１の材料の少なくとも一部を除去する
GCIBエッチングプロセスを実行する工程であって、前記GCIBエッチングプロセスの期間は
、前記第１の材料と前記第２の材料の両方が前記GCIBエッチングプロセスの開始時に曝露
されていない場合に、前記第１の材料と前記第２の材料の両方を曝露するのに十分な長さ
である、工程；
　　前記実行する工程は：
　　　　前記GCIBエッチングプロセス用に１又はそれ以上の目標エッチングプロセス特性
を選択する工程であって、前記目標エッチングプロセス特性が、前記第１の材料と前記第
２の材料との間のエッチング選択性、及び、前記第１の材料の表面粗度又は前記第２の材
料の表面粗度のうちの少なくとも一を含む、工程；
　　　　前記GCIBエッチングプロセス用にGCIB性質を含むGCIBプロセス条件を設定するこ
とで前記目標エッチングプロセス特性を実現する工程であって、前記GCIBプロセス条件を
設定する工程は、プロセス組成物、該プロセス組成物中の少なくとも一種類の成分の流量
、ビーム加速電位、及び、バックグラウンドガス圧力又は前記GCIBが通過する圧力の増大
する領域のバックグラウンドガス流量のうちの少なくとも一の設定を含む、工程；
　　　　前記プロセス組成物を含む加圧ガスから前記ＧＣＩＢを形成する工程であって、
前記プロセス組成物は少なくとも1つのエッチングガスを含む、工程；
　　　　前記の設定されたGCIBプロセス条件に従って、前記減圧環境を通り抜ける前記Ｇ
ＣＩＢを加速する工程；並びに、
　　　　前記基板の前記表面の少なくとも一部分に前記ＧＣＩＢを照射して、前記第１の
材料の少なくとも一部分を除去する工程、を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であり、前記ＧＣＩＢプロセス条件の前記１又はそれ以上のＧＣ
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ＩＢ前記性質が、ビーム照射量、ビームフォーカシング電位、ビームエネルギー、ビーム
エネルギー分布、ビーム角度分布、ビーム発散角度をさらに含む、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であり、前記プロセス組成物の少なくとも１つのエッチングガス
が第１のエッチングガス及び第２のエッチングを含む、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法であり、前記第１のエッチングガスがＣｌ又はＢｒを含み、かつ
前記第２のエッチングガスがＦを含む、方法。
【請求項５】
　請求項３に記載の方法であり、前記第１のエッチングガスがＣｌ２を含み、かつ前記第
２のエッチングガスがＮＦ３を含む、方法。
【請求項６】
　請求項３に記載の方法であり、前記第１のエッチングガスがハロメタン又はハロゲン化
物を含み、かつ前記第２のエッチングガスがＦ、Ｃｌ、又はＢｒを含む、方法。
【請求項７】
　請求項３に記載の方法であり、前記第１のエッチングガスがＣ、Ｈ及びハロゲン元素を
含み、かつ前記第２のエッチングガスがＦ、Ｃｌ、又はＢｒを含む、方法。
【請求項８】
　請求項３に記載の方法であり、前記第１のエッチングガスがＣＨＦ３、ＣＨＣｌ３、又
はＣＨＢｒ３を含み、かつ前記第２のエッチングガスがＮＦ３又はＣｌ２を含む、方法。
【請求項９】
　請求項３に記載の方法であり、前記第１のエッチングガス及び第２のエッチングガスが
、前記照射の間に前記ＧＣＩＢに連続的に導入される、方法。
【請求項１０】
　請求項３に記載の方法であり、前記第１のエッチングガス及び第２のエッチングガスが
、前記照射の間に前記ＧＣＩＢに交互に順次導入される、方法。
【請求項１１】
　請求項２に記載の方法であり、さらに：追加のガスを前記ＧＣＩＢへ導入して前記プロ
セス組成物を変化させ、前記１又はそれ以上の目標エッチングプロセス特性を達成する工
程を含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であり、さらに：
　　前記目標エッチング選択性を１未満の値から１近く又はそれ以上に変更するように前
記１又はそれ以上のＧＣＩＢ性質を調節することを含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法であり、前記第１の材料及び／又は第２の材料の前記目標表面粗
度が５オングストローム以下である、方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法であり、さらに：
　　前記基板の上部表面を平坦化することを含む、方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法であり、さらに：
　　前記目標エッチングプロセス特性を変更して１又はそれ以上の新たな目標エッチング
プロセス特性を生成し；及び
　　前記ＧＣＩＢについて追加のＧＣＩＢ前記プロセス条件の１又はそれ以上の追加のＧ
ＣＩＢ性質を設定して前記１又はそれ以上の新たな目標エッチングプロセス特性を達成す
る、方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の方法であり、前記第１の材料がフォトレジストを含み、前記第２の材
料が、Ｓｉ含有材料、Ｇｅ含有材料、金属含有材料、半導体材料又はカルコゲナイド材料
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を含む方法。
【請求項１７】
　請求項１に記載の方法であり、前記第１の材料がシリコンを含み、前記第２の材料が、
Ｓｉ及びＯ、Ｎ、Ｃ、及びＧｅからなる群から選択される１又はそれ以上の元素を含むＳ
ｉ－含有材料を含む方法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の方法であり、前記第１の材料がＳｉ含有材料を含み、前記第２の材料
がＧｅ－含有材料を含む、方法。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法であり、前記第１の材料がＳｉ含有材料を含み、前記第２の材料
が金属－含有材料を含む、方法。
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